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１．概要（Summary） 
近年、不揮発で高速かつ高記録密度といった特性を

兼ね備えた新たなスピントロニクスデバイスとして、磁壁デ

バイスが注目を集めている。このデバイスは、幅がサブミク

ロンオーダーの強磁性細線に電流を流すことで磁壁を駆

動し、磁区に対応させた情報を読み出すことでメモリーと

して機能する。特に我々が注目している強磁性材料であ

る Fe4N は、少数スピンが電気伝導に寄与し、電気伝導

度のスピン分極率が 1.0 であるという理論計算結果が得

られている 1)。Fe4N の負のスピン分極率は実験的にも示

されており 2, 3)、また、磁壁の移動速度は伝導電子のスピ

ン偏極率に比例することから 4)、Fe4N で作製した強磁性

細線中では磁壁が電子と逆方向に移動すると予想される。

この性質を利用した、スピン分極率の符号が異なる磁性

体を組み合わせた新たな磁壁デバイスの実現に向け、ま

ずは Fe4N 細線中における電流駆動磁壁移動を観察す

ることを目指している。 
我 々 は 既 に SrTiO3(001) 基 板 上 に 成 膜 し た

Fe4N(001)薄膜を、電子線描画と塩素ガスを用いた反応

性イオンエッチングを用いて、幅 500 nm の L 字型強磁

性細線に加工することに成功している。また、作製した細

線の磁壁を、磁気力顕微鏡を用いて観察、および磁場を

用いた磁区構造の変化を確認しており、今後は磁場と電

流を併用して伝導電子のスピン偏極率に依存したスピント

ランスファートルクの磁壁へ与える影響を観察したいと考

えている。 
 

２．実験（Experimental） 
まだ実験は行っておらず、準備段階です。 
利用計画装置：Bruker社SPM、West Bond社ボンダ

ー 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

まだ実験は行っておらず、準備段階です。 
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